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[bookmark: 标准前言][bookmark: _Toc80712334]前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中国电子元件行业协会电子陶瓷及器件分会提出。
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本文件主要起草人：
本文件为首次发布。


[bookmark: 标准引言][bookmark: _Toc80712335]引    言 

本团体标准供各成员单位自愿采用，供使用单位参考采用。采用本团体标准时，应根据各自产品特点，确认本文件的适用性。
本团体标准的发布机构提请相关采用人员注意，该团体标准中可能涉及附录A中A.2测量方法相关专利的使用，专利受理号：CN202111108771.9。
本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。
[bookmark: _GoBack]该专利持有人已向本文件的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判（按照GB-T20003.1-2014的必要专利实施许可声明a项执行）。该专利持有人声明已在本文件的发布机构备案，相关信息可以通过以下联系方式进行获得。
专利持有人：济南晶正电子科技有限公司
地址：山东省济南市高新区章锦综合保税区港源1路
请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
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[bookmark: 标准内容]声表面波器件用单晶薄膜基片
[bookmark: _Toc80712336]范围
本文件规定了单晶薄膜基片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标签/标识、储存和运输。
本文件适用于声表面波器件用单晶薄膜基片。
[bookmark: _Toc80712337]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版本均不适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T14264  半导体材料术语
GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法
GB/T 30118  声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法
GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法
GB/T 29507  硅片平整度、厚度及总厚度变化测试自动非接触扫描法
GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法
GB/T29505  硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法
GB/T2828.1-2012  计数抽样检验程序
[bookmark: _Toc80712338]术语和定义
GB/14264、GB/T 6619和GB/T 30118界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc73651874][bookmark: _Toc72480341][bookmark: _Toc72855636][bookmark: _Toc72856041][bookmark: _Toc72439769][bookmark: _Toc72858405][bookmark: _Toc72243031][bookmark: _Toc77265126][bookmark: _Toc78385734][bookmark: _Toc79593942][bookmark: _Toc80712339]
单晶薄膜基片 Single-crystal Thin Films Substrate
单晶薄膜基片通常包含依次层叠的薄膜层、绝缘层、捕获层和衬底。其中，捕获层可根据需求选择省略。单晶薄膜基片也可以叫做绝缘体上单晶薄膜(thin film on insulator, TFOI)。
薄膜层为通过离子注入键合剥离技术制备得到的功能层，位于绝缘层上方。
薄膜层材料：铌酸锂（LN）、钽酸锂(LT)；绝缘层材料：SiO2；捕获层材料：多晶硅；衬底材料：硅


[image: ]
单晶薄膜基片结构示意图
[bookmark: _Toc77265127][bookmark: _Toc78385735][bookmark: _Toc79593943][bookmark: _Toc80712340]
[bookmark: _Toc72243032][bookmark: _Toc72856042][bookmark: _Toc72855637][bookmark: _Toc72858406][bookmark: _Toc72480342][bookmark: _Toc73651875][bookmark: _Toc72439770][bookmark: _Toc72243033][bookmark: _Toc72855638][bookmark: _Toc72856043][bookmark: _Toc72480343][bookmark: _Toc72439771][bookmark: _Toc73651876][bookmark: _Toc72858407][bookmark: _Toc72480344][bookmark: _Toc72855639][bookmark: _Toc72439772][bookmark: _Toc72858408][bookmark: _Toc72243034][bookmark: _Toc72856044][bookmark: _Toc73651877][bookmark: _Toc72170901][bookmark: _Toc72170902][bookmark: _Toc71816073][bookmark: _Toc72243040][bookmark: _Toc72170903][bookmark: _Toc72439778][bookmark: _Toc71816072][bookmark: _Toc71816070][bookmark: _Toc72170904][bookmark: _Toc72480350][bookmark: _Toc72856050][bookmark: _Toc71816071][bookmark: _Toc72243041][bookmark: _Toc72858414][bookmark: _Toc72170900][bookmark: _Toc72439773][bookmark: _Toc72858409][bookmark: _Toc72480345][bookmark: _Toc72243037][bookmark: _Toc71816063][bookmark: _Toc72856047][bookmark: _Toc72855640][bookmark: _Toc73651878][bookmark: _Toc72170894][bookmark: _Toc72439775][bookmark: _Toc72480347][bookmark: _Toc72858411][bookmark: _Toc72170896][bookmark: _Toc71816065][bookmark: _Toc72855642][bookmark: _Toc72855645][bookmark: _Toc72243035][bookmark: _Toc72856045][bookmark: _Toc72480348][bookmark: _Toc72855643][bookmark: _Toc72170897][bookmark: _Toc72439776][bookmark: _Toc72243038][bookmark: _Toc72856048][bookmark: _Toc72170898][bookmark: _Toc71816066][bookmark: _Toc72439777][bookmark: _Toc72855644][bookmark: _Toc72856049][bookmark: _Toc71816069][bookmark: _Toc72170899][bookmark: _Toc72243039][bookmark: _Toc72480349][bookmark: _Toc72858413][bookmark: _Toc71816068][bookmark: _Toc72858412][bookmark: _Toc71816067][bookmark: _Toc73651879][bookmark: _Toc72855646][bookmark: _Toc72439779][bookmark: _Toc72480351][bookmark: _Toc72858415][bookmark: _Toc72243042][bookmark: _Toc71816074][bookmark: _Toc72170905][bookmark: _Toc72856051][bookmark: _Toc72855647][bookmark: _Toc72858416][bookmark: _Toc73651880][bookmark: _Toc71816075][bookmark: _Toc72170906][bookmark: _Toc72480352][bookmark: _Toc72856052][bookmark: _Toc72439780][bookmark: _Toc72243043][bookmark: _Toc72858417][bookmark: _Toc72855648][bookmark: _Toc72243044][bookmark: _Toc72480353][bookmark: _Toc73651881][bookmark: _Toc72439781][bookmark: _Toc72856053][bookmark: _Toc72480354][bookmark: _Toc73651882][bookmark: _Toc72856054][bookmark: _Toc72858418][bookmark: _Toc72243045][bookmark: _Toc72855649][bookmark: _Toc72439782][bookmark: _Toc72439783][bookmark: _Toc72480355][bookmark: _Toc72856055][bookmark: _Toc72858419][bookmark: _Toc72855650][bookmark: _Toc73651883][bookmark: _Toc72858420][bookmark: _Toc72480356][bookmark: _Toc72439784][bookmark: _Toc73651884][bookmark: _Toc72855651][bookmark: _Toc72856056][bookmark: _Toc72480357][bookmark: _Toc72243046][bookmark: _Toc72439785][bookmark: _Toc72856057][bookmark: _Toc72858421][bookmark: _Toc72855652][bookmark: _Toc73651885] 薄膜层与衬底主参考面方向允差 tolerance of orientation between primary flat of film layer and the primary flat of substrate
[bookmark: _Toc72243048][bookmark: _Toc72170909][bookmark: _Toc71816077][bookmark: _Toc71816078][bookmark: _Toc72439786][bookmark: _Toc72243047][bookmark: _Toc72480358][bookmark: _Toc72243049][bookmark: _Toc72170908][bookmark: _Toc72170907][bookmark: _Toc71816079][bookmark: _Toc72858422][bookmark: _Toc73651886][bookmark: _Toc71816080][bookmark: _Toc72480359][bookmark: _Toc72439787][bookmark: _Toc72855653][bookmark: _Toc72170910][bookmark: _Toc72243050][bookmark: _Toc72856058]通过X射线衍射测得的薄膜层主参考面的实测方向与给定的衬底主参考面方向的允许差值。
[bookmark: _Toc77265128][bookmark: _Toc78385736][bookmark: _Toc79593944][bookmark: _Toc80712341]
[bookmark: _Toc72856059][bookmark: _Toc72480360][bookmark: _Toc72855654][bookmark: _Toc72439788][bookmark: _Toc72243051][bookmark: _Toc71816081][bookmark: _Toc72170911][bookmark: _Toc72858423][bookmark: _Toc72243052][bookmark: _Toc72170912][bookmark: _Toc71816082][bookmark: _Toc72855655][bookmark: _Toc72858424][bookmark: _Toc72439789][bookmark: _Toc72480361][bookmark: _Toc72856060][bookmark: _Toc71816083][bookmark: _Toc72170913][bookmark: _Toc72439790][bookmark: _Toc72855656][bookmark: _Toc72856061][bookmark: _Toc72480362][bookmark: _Toc72243053][bookmark: _Toc72858425][bookmark: _Toc73651887]非TFOI边缘区域 non-TFOI edge area
TFOI的衬底外围上无薄膜层的圆周区域，用宽度尺寸表达。
[bookmark: _Toc77265129][bookmark: _Toc78385737][bookmark: _Toc79593945][bookmark: _Toc80712342]
17点平均厚度 average thickness for 17 point
为17个测量点厚度的平均值，测量点如图2中所示。
[bookmark: _Toc77265130][bookmark: _Toc78385738][bookmark: _Toc79593946][bookmark: _Toc80712343]
17点平均厚度允差 average thickness tolerance for 17 point
TV17
为17点平均厚度的允许差值。
[bookmark: _Toc77265131][bookmark: _Toc78385739][bookmark: _Toc79593947][bookmark: _Toc80712344]
[bookmark: _Toc72439791][bookmark: _Toc71816084][bookmark: _Toc72480363][bookmark: _Toc72170914][bookmark: _Toc72858426][bookmark: _Toc72243054][bookmark: _Toc72856062][bookmark: _Toc72855657][bookmark: _Toc73651888][bookmark: _Toc72170915][bookmark: _Toc73651889][bookmark: _Toc72439792][bookmark: _Toc72855658][bookmark: _Toc72243055][bookmark: _Toc71816085][bookmark: _Toc72858427][bookmark: _Toc72480364][bookmark: _Toc72856063][bookmark: _Toc72480365][bookmark: _Toc71816086][bookmark: _Toc72855659][bookmark: _Toc73651890][bookmark: _Toc71816087][bookmark: _Toc72170917][bookmark: _Toc72439793][bookmark: _Toc72170916][bookmark: _Toc72856064][bookmark: _Toc72243057][bookmark: _Toc72858428][bookmark: _Toc72243056][bookmark: _Toc73651891][bookmark: _Toc72439794][bookmark: _Toc72480366][bookmark: _Toc72170920][bookmark: _Toc72856065][bookmark: _Toc71816090][bookmark: _Toc72855660][bookmark: _Toc72243060][bookmark: _Toc72858429][bookmark: _Toc73651892][bookmark: _Toc71816091][bookmark: _Toc72856066][bookmark: _Toc72480367][bookmark: _Toc72243061][bookmark: _Toc72858430][bookmark: _Toc72170921][bookmark: _Toc72855661][bookmark: _Toc72439795][bookmark: _Toc72243062][bookmark: _Toc71816094][bookmark: _Toc72439796][bookmark: _Toc72480368][bookmark: _Toc72855662][bookmark: _Toc72856067][bookmark: _Toc72858431][bookmark: _Toc72170922][bookmark: _Toc72243064][bookmark: _Toc72170924][bookmark: _Toc71816092][bookmark: _Toc73651893]17点厚度偏差  thickness variation for 17 point
晶片厚度差的一种测量值，定义为17个测量点之间的最大厚度差值，测量点如图2中所示。
[image: ]
17个测量点示意图
[bookmark: _Toc72480369][bookmark: _Toc72439797][bookmark: _Toc72856068][bookmark: _Toc72855663][bookmark: _Toc72858432]注：17个测量点的选取区域为FQA内，测量点①⑨⑩⑰位于FQA边界上，除测量点①外，图示其他相邻测量点之间距离相等。
[bookmark: _Toc72856069][bookmark: _Toc73651894][bookmark: _Toc72858433][bookmark: _Toc72855664][bookmark: _Toc72480370][bookmark: _Toc72439798][bookmark: _Toc72856070][bookmark: _Toc72439799][bookmark: _Toc73651895][bookmark: _Toc72480371][bookmark: _Toc72858434][bookmark: _Toc72855665][bookmark: _Toc77265132][bookmark: _Toc78385740][bookmark: _Toc79593948][bookmark: _Toc80712345]
表面质量  surface quality
[bookmark: _Toc77265133][bookmark: _Toc78385741][bookmark: _Toc79593949][bookmark: _Toc80712346]
空洞  void
指TFOI材料中键合界面缺少化学键合的区域。
[bookmark: _Toc73651896][bookmark: _Toc72858440][bookmark: _Toc72855666][bookmark: _Toc72858436][bookmark: _Toc72439800][bookmark: _Toc72855668][bookmark: _Toc72439801][bookmark: _Toc72856072][bookmark: _Toc72243059][bookmark: _Toc72480373][bookmark: _Toc72856073][bookmark: _Toc72858439][bookmark: _Toc72856071][bookmark: _Toc72480372][bookmark: _Toc72855667][bookmark: _Toc71816089][bookmark: _Toc72858435][bookmark: _Toc72858437][bookmark: _Toc72439802][bookmark: _Toc72170923][bookmark: _Toc72480375][bookmark: _Toc71816093][bookmark: _Toc72858441][bookmark: _Toc72858438][bookmark: _Toc72855669][bookmark: _Toc72243063][bookmark: _Toc72856075][bookmark: _Toc72480376][bookmark: _Toc72243065][bookmark: _Toc72439804][bookmark: _Toc72170919][bookmark: _Toc72480374][bookmark: _Toc72170925][bookmark: _Toc72439803][bookmark: _Toc72858442][bookmark: _Toc72855670][bookmark: _Toc72856074][bookmark: _Toc71816095][bookmark: _Toc73651897][bookmark: _Toc73651899][bookmark: _Toc77265134][bookmark: _Toc78385742][bookmark: _Toc79593950][bookmark: _Toc80712347]
色斑  colour spot
[bookmark: _Toc73651901][bookmark: _Toc73651902][bookmark: _Toc73651900][bookmark: _Toc73651903]薄膜层厚度不均匀导致的薄膜层表面颜色产生目视可见的差异现象。
[bookmark: _Toc80712348]技术要求
[bookmark: _Toc80712349]17点平均厚度允差
[bookmark: _Toc80712350]薄膜层
薄膜层的平均厚度允差应当符合表1中的规定。
[bookmark: _Toc80712351]绝缘层
绝缘层的平均厚度允差应当符合表1中的规定。
[bookmark: _Toc80712352]捕获层（适用时）
捕获层的平均厚度允差应当符合表1中的规定。
[bookmark: _Toc80712353]TV17
[bookmark: _Toc80712354]薄膜层
薄膜层的TV17应当符合表1中的规定。
[bookmark: _Toc80712355]绝缘层
绝缘层的TV17应符合表1中的规定。
[bookmark: _Toc80712356]捕获层（适用时）
捕获层的TV17应符合表1中的规定。
平均厚度及允差、TV17技术要求
	
	材质
	标称厚度
（nm）
	17点平均厚度允差
（nm）
	TV17
（nm）

	


薄膜层
	
LN
	100 d <300
	±10
	<40

	
	
	300 d 700
	±20
	<50

	
	
	700< d 1000
	±30
	<60

	
	
LT
	100 d <300
	±10
	<40

	
	
	300 d 700
	±20
	<50

	
	
	700< d 900
	±30
	<60

	绝缘层
	SiO2
	100< d ≤400
	±10
	<40

	
	
	400< d ≤2000
	±50
	< d × 10%

	捕获层
	多晶硅
	300< d ≤2000
	±100
	< d × 10%

	注：d代表各层平均厚度



[bookmark: _Toc80712357]TFOI厚度允差
TFOI厚度允差应当符合表2中的规定，非标准厚度产品由供需双方协商确定。
[bookmark: _Toc80712358]TTV
TFOI的TTV应当符合表2中的规定。
[bookmark: _Toc80712359]LTV/PLTV
TFOI的LTV/PLTV应当符合表2中的规定。
[bookmark: _Toc80712360]非TFOI边缘区域
非TFOI边缘区域应符合表2中的规定。
[bookmark: _Toc80712361]弯曲度
TFOI的弯曲度应当符合表2中的规定。
[bookmark: _Toc80712362]正表面粗糙度
在每个具有10μm*10μm的选定区域内正表面粗糙度应符合表2中的规定。
TFOI几何参数技术要求
	项目
	要求

	TFOI衬底直径
（mm）
	76.2
	100
	150

	厚度(中心点)
（μm）
	380
	500
	525
	625
	675
	725

	厚度允差
（μm）
	±20
	±20
	±20
	±20
	±20
	±25

	TTV 
（μm）
	<5
	<5
	<5

	LTV (5mm*5mm)
（μm）
	<1.5
	<1.5
	<1.5

	PLTV
	>95%
	>95%
	>95%

	非TFOI边缘区域
(mm)
	≤2.5
	≤2.5
	≤2.5

	弯曲度
（μm）
	±50
	±50
	±100

	正表面粗糙度
（nm）
	<0.5
	<0.5
	<0.5



[bookmark: _Toc80712363]薄膜层与衬底主参考面方向允差
薄膜层与衬底主参考面方向允差为±1°。
除另有规定外，薄膜层主参考面方向应该垂直于SAW传播方向。 
[bookmark: _Toc80712364]薄膜层表面方向允差
薄膜层表面方向允差为±0.3º。常用的钽酸锂薄膜层表面晶体切割方向为36Y、42Y、46.3Y、48Y、50Y，常用的铌酸锂薄膜层表面晶体切割方向为15Y、30Y、64Y、120Y、128Y、X、Z。
[bookmark: _Toc80712365]键合力
薄膜层与绝缘层的界面键合力≥10Mpa。
[bookmark: _Toc80712366]表面质量
TFOI的表面质量应符合表3的规定。
表面质量
	序号
	项目
	要求

	


1
	





正表面
	TFOI衬底直径/mm
	76.2
	100
	150

	
	
	空洞
	0.01mm~1 mm
	不超过40个
	不超过80个
	不超过150个

	
	
	
	1 mm~2 mm
	0个
	0个
	不超过10个

	
	
	
	>2 mm
	—
	—
	0个

	2
	
	划痕
	>1 cm
	0个

	3
	
	
	0.01mm~1 cm
	不超过2个

	4
	
	表面污染
	无

	5
	
	色斑
	无

	6
	
	裂纹
	无

	7
	
	崩边
	无

	8
	
背表面
	裂纹
	无

	9
	
	崩边
	无

	10
	
	背表面处理
	酸或碱腐蚀、粗研磨、镜面抛光等处理或由供需双方协商



[bookmark: _Toc80712367]试验方法
[bookmark: _Toc80712368]17点平均厚度及允差
[bookmark: _Toc80712369]薄膜层
用白光干涉法测量自由状态下薄膜层的17点平均厚度。
[bookmark: _Toc80712370]绝缘层
用白光干涉法测量自由状态下绝缘层的17点平均厚度。
[bookmark: _Toc80712371]捕获层
用白光干涉法测量自由状态下捕获层的17点平均厚度。
[bookmark: _Toc80712372]TV17
[bookmark: _Toc80712373]薄膜层
用白光干涉法测量自由状态下薄膜层的TV17。
[bookmark: _Toc80712374]绝缘层
用白光干涉法测量自由状态下绝缘层的TV17。
[bookmark: _Toc80712375]捕获层
用白光干涉法测量自由状态下捕获层的TV17。
[bookmark: _Toc80712376]TFOI厚度及允差
用足够精度的量具测量TFOI的中心点的厚度,按照GB/T 6618或GB/T 29507的规定进行，仲裁时按GB/T 29507的规定进行。
[bookmark: _Toc80712377]TTV
用平面度测量装置测量在夹持状态下TFOI的TTV。
[bookmark: _Toc80712378]LTV/PLTV
用平面度测量装置测量夹持状态下TFOI的LTV，按照GB/T 29507的规定进行。
[bookmark: _Toc80712379]弯曲度
利用平面度测量装置进行测定，检验按照GB/T 6619的规定进行测试。
[bookmark: _Toc80712380]正表面粗糙度
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]按照GB/T29505的规定进行。
[bookmark: _Toc80712381]薄膜层与衬底主参考面方向允差
采用X射线衍射法进行测定，见附录A。
[bookmark: _Toc80712382]薄膜层表面方向允差
采用X射线衍射仪进行测定。
[bookmark: _Toc80712383]键合力
采用粘结拉伸法，见附录B。
[bookmark: _Toc80712384]表面质量
空洞、划痕使用光学显微镜明场观察，放大倍数为50倍。
表面污染、色斑、裂纹、崩边采用目测检验。
[bookmark: _Toc80712385]检验规则
[bookmark: _Toc80712386]检查和验收
产品由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。
需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。
[bookmark: _Toc80712387]检验项目
样品应按照表4的规定进行检验，或供需双方协商确定。
检验项目表
	序号
	检验项目
	质量一致性检验
	技术要求
章条号
	检验方法
章条号

	
	
	A组
	C组
	
	

	1
	17点平均厚度
	●
	−
	5.1
	6.1

	2
	TV17
	●
	−
	5.2
	6.2

	3
	TFOI厚度
	●
	−
	5.3
	6.3

	4
	TTV
	●
	−
	5.4
	6.4

	5
	LTV/PLTV
	●
	−
	5.5
	6.5

	6
	弯曲度
	●
	−
	5.7
	6.6

	7
	正表面粗糙度
	○
	●
	5.8
	6.7

	8
	薄膜层与衬底主参考面方向允差
	●
	−
	5.9
	6.8

	9
	薄膜层表面方向允差
	●
	−
	5.10
	6.9

	10
	键合力
	●
	−
	5.11
	6.10

	11
	表面质量
	●
	−
	2.12
	6.11

	注：1.“●”表示必检项目；“○”表示供需双方协商检验项目；“−”表示不检项目；
    2.用单晶薄膜基片进行测试。



[bookmark: _Toc80712388]质量一致性检验
质量一致性检验分为A组检验、C组检验。A组检验为逐批检验（即交货检验），C组检验为周期检验。
[bookmark: _Toc80712389]A组检验（逐批检验）
[bookmark: _Toc80712390]检验项目
除另有规定外，A组检验应按照表4的规定进行检验，或供需双方协商确定。
[bookmark: _Toc80712391]抽样方案
[bookmark: _Toc80712392]全检
对同一批产品进行全数检验。
[bookmark: _Toc80712393]抽检
非破坏性检验项目的检验取样按GB/ 2828.1-2012中一般检验水平Ⅱ、正常检验一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定抽样方案。
[bookmark: _Toc80712394]检验结果的判定
全检项目检验结果不合格则判定该片产品不合格，抽检项目的接收质量线（AQL）见表5。
检验结果的判定
	序号
	检验项目
	抽样方案
	技术要求
章条号

	1
	17点平均厚度
	全检
	-

	2
	TV17
	全检
	-

	3
	TFOI厚度
	全检
	-

	4
	TTV
	抽检
	0.65

	5
	LTV/PLTV
	抽检
	0.65

	6
	弯曲度
	抽检
	0.65

	7
	薄膜层与衬底主参考面方向允差
	抽检
	0.65

	8
	薄膜层表面方向允差
	抽检
	0.65

	9
	键合力
	抽检
	0.65

	10
	表面质量
	全检
	-



[bookmark: _Toc80712395]C组检验（周期检验）
[bookmark: _Toc80712396]检验项目
除另有规定外，C组检验应按照表4的规定进行检验，C组检验每十二个月进行一次，或供需双方协商确定。
[bookmark: _Toc80712397]抽样方案
C组检验在已通过A组检验的检验批中随机抽取2片进行测试。
[bookmark: _Toc80712398]不合格及处理
如果任何一个样品未通过C组检验，则C组检验不合格。
如果未通过C组检验，则供应方应按照下列步骤进行处理：
（1）立即停止产品交货和A组检验；
（2）查明失效原因，在材料、工艺或其他方面提出纠正措施，对采用基本相同的材料和工艺进行制造、失效模式相同、能进行纠正的所有产品采取纠正措施；
（3）完成纠正措施后，重新抽取样件进行C组检验；
（4）C组检验重新检验合格后，重新开始A组检验，A组检验合格后，产品才能交货。
[bookmark: _Toc80712399]包装、标签/标识、储存和运输
[bookmark: _Toc80712400]包装
TFOI产品应由供应商进行包装，避免在运输或贮存期间被污染和损坏。有特殊包装要求的，应按供需双方之间的协议执行。
[bookmark: _Toc79594006][bookmark: _Toc80712401]
TFOI应在超净室内装入专用的洁净片盒内，盖好盒盖，外用洁净的塑料袋密封，是否采用双层包装以及每层包装的方式与材料，由供需双方协商确定。
[bookmark: _Toc79594007][bookmark: _Toc80712402]
放置TFOI的片盒应是晶片专用洁净片盒，不能够产生污染与颗粒。
[bookmark: _Toc79594008][bookmark: _Toc80712403]
每个TFOI的片盒应贴有产品标签。并将密封装有TFOI的片盒装入一定尺寸的外包装箱中。
[bookmark: _Toc80712404]标签/标识
[bookmark: _Toc80712405]标签
标签内容至少包括以下内容：
产品名称；
产品规格；
产品数量；
产品批号；
检验日期。
[bookmark: _Toc80712406]包装箱上的标识
每个包装箱上应注明下列内容：
供方商名称、标识、地址、电话、传真、网址、邮箱；
“防潮”、“轻放”、“易碎”、“朝上放置”等字样或标志。
[bookmark: _Toc80712407]储存
产品应存放在洁净、干燥、通风和无腐蚀性的环境中。
[bookmark: _Toc80712408]运输
产品在运输过程中应避免挤压、碰撞、雨雪的直接淋袭并采取防震、防潮等措施。

[bookmark: _Toc80712409]
（规范性）
用X射线(定向仪)测量薄膜层与衬底主参考面方向允差的方法 
测量原理
假设晶面间距为d，X射线波长为λ，衍射级数为n。那么，当布拉格角θ满足公式A.1的条件时，X射线光束则发生衍射：

 ………………………………(A.1)
X射线源由一束准直光和一块光反射晶片组成。X射线检测仪设置在与射线源成一定角度的地方。检测仪将在晶体旋转到布拉格角时记录下最大信号值，测角仪则将显示出晶片表面与晶格面之间的夹角θ，如图A.1所示。
[image: ]
通过X射线的测试方法示意图
测量方法
本测量方法适用的样品至少为两层结构的键合体，将受测键合体放入仪器中用衬底进行定位。然后，将受测键合体薄膜晶片的衍射数据与薄膜晶片的参考数据进行比对，计算受测键合体薄膜晶片与衬底主参考面方向的偏差角度α。
测试薄膜层主参考面偏转方向时，规定逆时针旋转角度α为负值。

[bookmark: 标准附录]

[bookmark: _Toc80712410]
（规范性）
单晶薄膜基片键合强度测量方法
测量原理
采用粘结拉伸法测量单晶薄膜基片中薄膜层与绝缘层之间的键合强度。粘结拉伸法的原理是在垂直于单晶薄膜基片键合界面施加拉力F，测量键合界面发生解键合或薄膜层剥离、断裂时的拉力值。粘结拉伸法的原理如图B.1所示，当所施加的拉力F达到临界值Fc时，单位面积的键合强度可以通过公式（1）计算得到
		(B.1)
式中：
σc — 单位面积键合强度；
Fc — 解键合或薄膜层剥离、断裂时的拉力值；
S — 拉伸柱底端的截面面积；

[image: ]
粘结拉伸法原理图

测量方法
本方法采用万能拉伸试验机进行键合力测量，适用于粘结强度大于键合强度的测试。
将单晶薄膜基片切割成合适大小的测试样品，测试样品大小要不小于拉伸柱底端的截面面积（S），例如测试样品为边长10 mm~12 mm的正方形切片，拉伸柱底端截面直径为10mm。将测试样品的正表面与上拉伸柱底端通过粘结剂进行粘结，将测试样品的背表面与下拉伸柱底端通过粘结剂进行粘结，粘结剂的涂覆面积与拉伸柱底端的截面面积相同。
将下拉伸柱一侧进行固定，对上拉伸柱施加拉力按照0.5~2 mm/min速率（例如2mm/min）拉动样本，直至键合界面发生解键合或薄膜层剥离、断裂。拉力-时间曲线（图B.2）会显示拉力临界值Fc，根据Fc计算键合强度。
[image: ]
拉力-时间曲线图
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